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１．概要（Summary ） 

 ダイヤモンドは、物質中で最も高い絶縁破壊、熱伝

導を有し、さらに高い移動度を有するワイドギャップ

半導体材料であることから、特に最近は次世代省エネ

パワー半導体材料として注目されている。我々はいち

早く 2005 年初から研究を開始し、これまでに 2イン

チ級の単結晶モザイクウェハ、ショットキーダイオー

ド実証を行い、本分野の研究を世界的にも先導してい

る。現在最大の課題である、結晶およびエピ膜欠陥の

低減を目指して、研究を行っている。本プログラムは

その一環で、材料評価およびデバイス等評価用のプロ

セスの一部を実施したものである。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 真空蒸着装置、多元スパッタ装置 

・実験方法 

 材料評価およびデバイス評価用のプロセス（マーキ

ング、電極形成、選択成長デバイス試作など種々のフ

ァブリケーションプロセス）として京大ナノハブ拠点

設備である真空蒸着装置、多元スパッタ装置を用いて、

金属膜形成、絶縁膜形成等を、ダイヤモンド単結晶お

よび多結晶、またプロセスダミーとしてのシリコンウ

ェハ等の上に実施した。なお、ダイヤモンド成長はじ

め、洗浄、その他のプロセスは、独自で実施している。

各種評価・分析も独自実施である。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

・低欠陥のダイヤモンドウェハの実現のため、以前に

独自開発した「ダイレクトウェハ化」手法を用いて

CVD により結晶のコピー試作をトライした。これは

イオン注入と CVD、リフトオフを用いる技術である。

CVD 結晶の種となる HPHT（高圧高温）結晶では、

既に超低欠陥のものが既に実現されているが、こうい

った低欠陥結晶を元に、CVD による上記結晶コピー

技術も開発されつつある。現状では、まだ小さいサイ

ズであるが、400  /cm2 程度の低欠陥 CVD 結晶の作

製を実証した。 

 

 

Fig. 1 (a) A (044) XRT image of the lifted-off plate. 

(b) Magnified image of area A. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 
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